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Microsemi製1200V SiC MOSFET (MSC040SMA120B)の 
構造解析、プロセス解析レポート 
株式会社エルテックは、Microsemi製1200V SiC MOSFET (MSC040SMA120B) の 

構造解析レポート、プロセス解析レポートをリリースしました。 

製品概要・特徴 

 本製品は、2018年3月に発表されたMicrosemi社の第2世代 1200V SiC MOSFETです。 

H/EVパワートレイン、EV充電器、 PVインバータ、コンバータ、産業用モータドライブや溶接機などを 

対象としています。 

 また、本製品は2000mJのアバランシェエネルギーと3μsの短絡パルスに耐えるように 

構造設計されています。 ※他のメーカー（Rohm、Wolfspeed）は、これらの特性を保証していません。 
 

解析結果ポイント 

・単位面積あたりのオン抵抗は、RONxA =580mΩ・mm2 （トランジスタ活性領域面積）である。  

 このRONxAは、Microsemi社の第1世代ＳｉＣトランジスタの55％減になる。  

・コンタクト形状は、第1プロセス世代(APT80SM120B)と比較して改良されている。  

 これはバリアメタルのカバレッジを改善し、応力誘起クラックを排除すると考えられる。 

・二層構造のバリアメタルが用いられてる。  

 これは大電流短絡事象中にSiCへのAlのスパイクを防止するものと考えられる。 
 

レポート内容、価格 

  〇構造解析レポート： 45万円 (税別) 

    ・チップ平面解析 配線接続、レイアウト確認 

    ・チップ断面解析  チップ端部 トランジスタ断面SEM観察、EDX材料分析  

    ・電気特性評価 (BVdss、Id-Vd、容量特性) 
 

  〇プロセス解析レポート： 40万円 (税別) 

    ・SiC MOSFETの製造プロセスフロー推定、マスク枚数、プロセス・シーケンス断面図     

    ・デバイス構造と電気特性解析: ON抵抗 成分解析など  
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